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(57)【要約】
　本発明は、表示スクリーン（ＥＣ）を見るするための
透明領域（ＳＤ）と、前記表示スクリーン上に配置され
る少なくとも２つの面へ接続する少なくとも１つの金属
コネクタ（ＣＦ）が存在するアクセス領域（ＳＮＤ）と
、を有するヒューマン－マシンインターフェースデバイ
ス（ＡＰ）であって、それらの面が：
　－　前記透明領域内に存在する、透明抵抗導電性材料
製の電極面（Ｅ，ＰＴ）と；
　－　前記透明領域内に存在し前記アクセス領域内へ延
長している前記電極面用の能動ガードとして使用される
、透明抵抗導電性材料製の導体面（Ｇ）と；
である、前記デバイスに関するものである。
本発明によるデバイスは、前記ガードの抵抗率を減少さ
せるガードストリップ（ＰＭ）と呼ばれる少なくとも１
つの金属ストリップ（ＰＭ）を含み、前記ガードストリ
ップが：
　－　前記アクセス領域（ＳＮＤ）内に配置され；
　－　能動ガード（Ｇ）へ接続しており；そして、
　－　前記導体面（Ｇ）及び前記電極面（Ｅ，ＰＴ）が
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示スクリーン（ＥＣ）を見るための透明領域（ＳＤ）と、アクセス領域（ＳＮＤ）と
を有するヒューマン－マシンインターフェースデバイス（ＡＰ）であって、前記アクセス
領域（ＳＮＤ）には、前記表示スクリーンにわたり配置される少なくとも２つの面へ接続
する少なくとも１つの金属リンク（ＣＦ）が存在し、それらの面が：
　－　前記透明領域内に存在する、透明抵抗導電性材料製の電極面（Ｅ，ＰＴ）と；
　－　前記電極面用の能動ガード（Ｇ）として使用される、透明抵抗導電性材料製の導体
面（Ｇ）と：
であって、前記導体面が、前記透明領域内に存在しそして前記アクセス領域内へ延長して
いるものとする、前記デバイスにおいて、
前記デバイスが、前記ガードの抵抗率を減少させるガードストリップ（ＰＭ）と呼ばれる
少なくとも１つの金属ストリップ（ＰＭ）を含み、前記ガードストリップが：
　－　前記能動ガード（Ｇ）へ接続しており；
　－　前記導体面（Ｇ）及び前記電極面（Ｅ，ＰＴ）が実質的に１つのそして同一の電位
であるように、前記電極面（Ｅ，ＰＴ）へ接続する前記金属リンク（ＣＦ）へ接続してお
り；そして、
　－　前記アクセス領域（ＳＮＤ）内に配置される；
ことを特徴とする、前記デバイス。
【請求項２】
　金属ストリップ（ＰＭ）が、透明領域（ＳＤ）を包囲する閉鎖フレームであることを特
徴とする、請求項１に記載のデバイス。
【請求項３】
　アクセス領域（ＳＮＤ）が、外側から見えない領域であることを特徴とする、請求項１
又は２に記載のデバイス。
【請求項４】
　電極面（Ｅ，ＰＴ）及び能動ガード（Ｇ）が、酸化インジウムスズ（ＩＴＯ）から設計
されることを特徴とする、請求項１～３のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項５】
　金属ストリップ（ＰＭ）を、能動ガード（Ｇ）の１つの面上に配置することを特徴とす
る、請求項１～４のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項６】
　金属ストリップ（ＰＭ）を、電極面（Ｅ，ＰＴ）の反対側の面上に配置することを特徴
とする、請求項５に記載のデバイス。
【請求項７】
　金属リンク（ＰＭ）が、電子制御回路に由来するリボンケーブルであることを特徴とす
る、請求項１～６のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項８】
　導体面（Ｇ）が、浮動小数点技術によるガードであることを特徴とする、請求項１～７
のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項９】
　透明領域（ＳＤ）がタッチ領域であることを特徴とする、請求項１～８のいずれか一項
に記載のデバイス。
【請求項１０】
　金属ストリップ（ＰＭ）が銀製であることを特徴とする、請求項１～９のいずれか一項
記載のデバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、物体と電極面との間の容量測定用のデバイスに関するものである。前記デバ
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イスは、特に、ヒューマン－マシンインターフェースコマンド用に使用される２次元容量
式タッチサーフェス及び３次元容量性検出の一般的な分野における用途を見出すものであ
る。
【０００２】
　通信及び作業用のデバイスは、例えば、パッド又はスクリーンのタッチコマンドインタ
ーフェースをますます利用するようになっている。例えば、携帯電話、スマートフォン、
電子ノートブック、ＰＣ、マウス、タッチスクリーン、ワイドスクリーンなどを挙げるこ
とができる。
【０００３】
　これらのインターフェースの数多くが容量性技術を利用している。タッチサーフェスは
、電子的手段に連結された導電性電極を備えており、コマンドを実行するために、電極と
検出すべき物体との間に生成される静電容量の変動を測定することが可能である。
【０００４】
　現在の容量性技術は、行と列の形態での導電性電極の２つの層を最も頻繁に利用するも
のである。電子機器は、これらの行と列との間に存在する容量結合を測定する。指が能動
面に対して非常に近い場合、指に近い容量結合が変更され、従って、電子機器は前記能動
面の平面内に２次元位置（ＸＹ）を特定することができる。
【０００５】
　この技術は、誘電体によって、指の位置及び存在を検出することが可能である。この技
術は、一本以上の指の高感度表面のＸＹ平面内での位置について非常に高い解像度を得る
という利点を有する。しかしながら、この技術は、物体との接触を検出するのみであるか
、又は、数ミリを超えない非常に近い接近での検出であるという欠点を有する。厚い手袋
（スキー用グローブ、オートバイ用グローブなど）、長い爪、又はスタイラスでのタッチ
コマンドを実施することが困難である。容量性電極の感度の低さによって、厚い誘導体を
介してコマンドを開始することが不可能である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　検出すべき物体と電極との間に生成される絶対静電容量の測定を可能にする最近の技術
もある。この技術は、自己容量（ｓｅｌｆ－ｃａｐａｃｉｔａｎｃｅ）として公知の技術
に類似している。例えば、仏国特許第２７５６０４８号：浮動容量測定ブリッジ、仏国特
許第２８９３７１１号：浮動ブリッジによる容量測定用デバイス及び方法、又は仏国特許
第２８４４３４９号：容量センサーを含む近接検出器を挙げることができる。これらの技
術は、非常に高い解像度を有する物体－電極間容量の測定を得ることができ、そして、例
えば、数センチ又は１０センチの距離でさえ指を検出することができる。空間検出は、Ｘ
ＹＺ三次元で実施されるが、ＸＹ平面内でのタッチによっても実施される。この場合には
、手袋を使用して又は厚い誘電体の任意のタイプを介して、コマンドを開始することが可
能である。しかしながら、測定すべき容量値のレベルでの接触測定技術（タッチサーフェ
ス）について新たな問題が明らかとなっている。実際に、行－列タイプの現在の容量性技
術では、容量値は１つのｐＦのオーダーであるのに対して、電極間容量の最新技術は１つ
のｆＦのオーダーである。この理由から、浮遊容量を低減するために、ガードと呼ばれる
遮蔽層を追加する必要がある。
【０００７】
　現在のデバイスでは、電極層が透明材料製である必要があり、そして、前記電極層はデ
バイスの厚さを減少させるためにできるだけスクリーンの近くに導入（接地電位へ連結）
される。これらは、ＩＴＯ製である。従来、ＩＴＯは５０Ω／□～２００Ω／□の抵抗率
を有する。接地（スクリーン）に非常に近いガードの導入によって、ガードと接地との間
の強い容量結合が作られる。ＩＴＯ材料の高い抵抗率に関連するこの強い容量結合は、測
定に重要な容量及び抵抗漏洩（直角位相）を生成する。一次等価図では、ＲＣ回路網が示
される。容量結合はデバイスの機械アセンブリから並びにスクリーン及びガード面の表面
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から生じる。従って変化させることが困難である。
【０００８】
　電極面と並行する検出用のガード面を開示する文献米国特許公開第２０１０／０５２７
００号公報が公知である。ガード面は外部ノイズを排除するために設計される。欧州特許
公開第２４２０９１８号公報にも、金属ストリップによる外部ノイズの遮断面が開示され
ている。文献米国特許公開第２０１１／１６９７８３号公報には、接地に接続するガード
面及び検出面を含むタッチスクリーンが開示されている。
【０００９】
　本発明の目的は、漏洩電流を制限するための新規デバイスを提案することにより、先行
技術の欠点を克服することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　前述の目的は、特に正面図において、表示スクリーンを見るための透明領域と、前記表
示スクリーンにわたり配置される少なくとも２つの面へ接続する少なくとも１つの金属リ
ンクが存在するアクセス領域と、を有するヒューマン－マシンインターフェースデバイス
であって、それらの面が：
　－　前記透明領域内に存在する、抵抗導電性透明材料製の電極面と；
　－　前記電極面の能動ガード又はシールドとして使用される、抵抗導電性透明材料製の
導体面と、
であって、前記導体面が、前記透明領域内に存在しそして前記アクセス領域内へ延長して
いるものとする、前記デバイスによって達成される。
【００１１】
　本発明によると、デバイスは、前記ガードの抵抗率を減少させるためのガードストリッ
プと呼ばれる金属ストリップを少なくとも１つ含み、前記ガードストリップは：
　－　前記金属リンク及び能動ガードへ接続し；そして
　－　アクセス領域内に配置される。
【００１２】
　前記デバイスによって、ガードは、金属ストリップへ接続され、それを十分に導電状態
にし、そして、その有効性を保証する。前記ストリップが、ガード面上、特に、電極面の
反対側の面上に配置されることが好ましい。前記金属ストリップの実装方法は、当業界と
互換性がある。前記金属ストリップは、所望の抵抗率レベルに応じて、透明領域の周囲に
、又は、１つ以上の側面上に、閉鎖フレームとして完全であることができる。
【００１３】
　アクセス領域が外側から見えない領域であることが好ましい。一般的に、携帯電話の製
造業者は、特に、透明領域の周囲に不透明且つ非可視領域を規定する（前記透明領域下に
広がっている金属接続部は外側から見えない）。
【００１４】
　電極面及びガード面は、酸化インジウムスズ（ＩＴＯ；ｔｉｎ－ｄｏｐｅｄ　ｉｎｄｉ
ｕｍ　ｏｘｉｄｅ）から設計されることが有利である。その他の透明材料、例えば、アル
ミニウムをドープした酸化亜鉛（ＡＺＯ）又はスズをドープした酸化カドミニウムを使用
することもできる。
【００１５】
　本発明によると、金属リンクは、電子制御回路に由来するリボンケーブルであることが
できる。
【００１６】
　本発明の有利な特徴によると、導体面は浮動小数点技術によるガードである。
【００１７】
　透明領域が物体の検出用のタッチ領域であることが有利である。これによって、電極に
近い容量での３次元検出が可能になる。
【００１８】
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　金属ストリップは銀製であることができるが、その他の材料を使用することもできる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
　本発明のその他の利点及び特徴は、非限定的である実施態様の詳細な説明及び添付の図
面を分析することにより明らかになるであろう：
　－　図１ａ及び１ｂは、本発明によるデバイスのダイアグラム図である；
　－　図２は、電極及びガードの抵抗特性による容量電荷漏洩を示すダイアグラム図であ
る；及び
　－　図３ａ～３ｆは金属ストリップの配置例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　一般的に言うと、図１ａ及び１ｂは、本発明によるデバイスＡＰを示す。これは、「ス
マートフォン」タイプの電話又はタッチスクリーンを備えた電子タブレットであることが
できる。このデバイスＡＰはタッチ部である検出表面ＳＤを含み、前記タッチ部の下には
、特に、電極面（平面又は曲面）が配置される。検出表面ＳＤは、上部から開始して、例
えば：
　－　外側ガラスＶＥ；
　－　破損防止フィルムＦＡＤ；
　－　透明ボンドＣＴ；及び
　－　偏向板Ｐ；
　－　例えば、酸化インジウムスズ（ＩＴＯ）の導電性透明材料製の電極Ｅ；
　－　電極用ガラス支持体Ｓ；
　－　例えば、酸化インジウムスズ（ＩＴＯ）の導電性透明材料製の層であるガードＧ；
並びに、
　－　外側ガラスＶＥの外側から目に見える必要のあるディスプレイスクリーンＥＣ；
の透明材料製のいくつかの層を含む。
【００２１】
　従って、電極及びガードは検出表面下にあり、そして、高い抵抗率導体面を有する導電
性透明材料製である。
【００２２】
　この場合、検出表面ＳＤを適切に包囲する非検出表面ＳＮＤも区別される。前記表面は
、通常、外側から不透明であり、そして、電極を有するものではないが、金属製のストリ
ップＰＴ及びフレキシブルリンクＣＦへ接続しており、従って、ほとんど抵抗率を有さな
い。
【００２３】
　（ガードＧの存在下で又は存在なしで）導電性透明材料の高い抵抗率が問題になること
がある、なぜなら、デバイスへ通常接地されるスクリーンと抵抗材料との間の結合が生じ
るからである。電極（及びガード）は、面（電極面及び／又はガード面）全体にわたって
実質的に１つの且つ同一の電位である必要がある。結合がスクリーンに存在する場合には
、漏洩電流ＣＤＦが存在し、そして、前記電流は金属接続（ＰＴ，ＣＦ）から距離が遠く
なるにつれてより強くなる。従って、導電性透明材料（電極及び／又はガード）とスクリ
ーンとの間の結合は、外部ガラスの向こう側にあると仮定される対象物と電極との間で測
定することが考えられる結合よりも非常に大きくなる。
【００２４】
　本発明によると、金属ストリップＰＭは、透明領域全体を包囲するフレームの形態で提
供される。これは、非透明領域内のみにガードＧの後面に対して押し付けられる銀ストリ
ップである。前記ストリップＰＭは、ガードＧのものと実質的に等しい電位を提供するフ
レキシブルコネクタＣＦと接続する。
【００２５】
　図２は、漏れ容量を表す図である。電極面１は、物体２の位置を、それらの間の容量３
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（Ｃｔａｒｇｅｔ）を測定することによって検出するものとして区別することができる。
物体２が接地されていることが仮定される。電極は、高い抵抗率を有するＩＴＯに基づい
て設計される。後者は、一連の抵抗４によって表される。
【００２６】
　ガード面５もＩＴＯを含むために抵抗性である。この抵抗率は抵抗６の回路網によって
表される。電荷漏洩電流７は、抵抗４と抵抗６との間に存在する。更に、漏れ容量８も、
抵抗６と接地板９（通常、デバイスの表示スクリーン）との間に存在する。
【００２７】
　図３ａ～３ｆは、ガードの後面、すなわち、電極の反対側の面を示す。いくつかの配列
が可能である。図３ａは、金属ストリップＰＭが閉鎖フレームである好ましい配列を示す
。図３ｂ及び３ｃにおいて、金属ストリップＰＭはＣ形状であり、一部が開放しているが
依然としてコネクタＣＦと接続している。図３ｄにおいて、前記金属ストリップＰＭはＬ
形状であり、そして、図３ｅ及び３ｆにおいて、これは水平又は垂直の単一線である。
【００２８】
　勿論、本発明は以上に説明された実施例に限定されるものではなく、本発明の範囲を超
えない限りで、これらの実施例に種々の調節を行うことができる。

【図１ａ】

【図１ｂ】

【図２】

【図３ａ】
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【図３ｃ】

【図３ｄ】

【図３ｅ】

【図３ｆ】
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(9) JP 2015-516632 A 2015.6.11

10

20

30

40



(10) JP 2015-516632 A 2015.6.11

10

20

30

40



(11) JP 2015-516632 A 2015.6.11

10

20

30

40



(12) JP 2015-516632 A 2015.6.11

10

20

30

40



(13) JP 2015-516632 A 2015.6.11

10

20

30

40



(14) JP 2015-516632 A 2015.6.11

10

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,TJ,T
M),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,RO,R
S,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,BB,
BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,H
U,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KM,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI
,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,
US,UZ,VC

(72)発明者  ニール　クリスチャン
            フランス共和国，Ｆ－３０９００　ニーム，シュマン　デュ　カルティエ　デスパーニュ　７０７
            Ｂ
(72)発明者  ブロンダン　クリストフ
            フランス共和国，Ｆ－３０９００　ニーム，リュ　ルネ　カッサン　１２
Ｆターム(参考) 2H189 LA28  LA30 

【要約の続き】
実質的に同一の電位であるように、前記電極面（Ｅ，ＰＴ）へ接続する前記金属リンク（ＣＦ）へ接続している。


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

